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InGaAs検出器は 0.9-1.6um(冷却時)に感度がある近赤外線検出器である。この波長域に感度がある検出器とし
て多く使われているHgCdTe検出器と同様、化合物半導体フォトダイオードアレイとCMOS読み出し ICを貼り
合わせた構造となっている。InGaAs検出器は、1umまで感度がある CCDなどの Si検出器では観測できない近
赤外線波長を、HgCdTe検出器に比べて安価に観測できると期待される。
InGaAsイメージセンサーは既に国産市販品が入手可能である。我々は国産市販品の冷却評価試験（2015年秋

季年会）を行ったが、読み出しノイズと暗電流が大きく、天文観測での使用は難しいことがわかった。一方で、文
献や低ノイズ読み出し ICの試作経験（2014年秋季年会）から、読み出しノイズと暗電流の大きい原因が読み出
し ICにあると考えた。
そこで、市販素子と同一フォーマット（128x128x20um画素）の低ノイズ読み出し ICを設計・試作して、市販

素子のフォトダイオードアレイを貼り合わせた InGaAsイメージセンサーを試作した。読み出し ICには 4種類の
画素回路を組み込み、低温での読み出し性能を評価した。
測定の結果、読み出しノイズは 15um画素を想定した画素回路で 22e、17um 画素を想定した画素回路で 16e、

暗電流は検出器温度 130K程度で 0.1e/s 以下になることがわかり、天文観測で使用できる読み出し性能を確認す
ることができた。一方で、回路の一部が発光する問題があることも確認した。本講演ではこれらの測定結果と今
後の計画について報告する。


